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 복하여  고  께  결 하는    한 개시  한 학 상 착 시

 그 에 한 것 , 챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)  주 하는  주 , 챔

앙에 치하 , 상  챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주 하는 체 주 , 챔

하 에 치하 , 상   주 에 해 주 어 에 해 하락하  에 고  막  착  

 하는    상    통해 챔    상  에 고  막  착

 냉각시키는  냉각  포함한다.

  도
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청

청 항 1 

(particle)    한  개시  한 학 상 착(initiated  Chemical  Vapor  Deposition;

iCVD) 시 에 어 ,

챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)  주 하는  주 ;

챔  앙에 치하 , 상  챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주 하는 체 주 ;

챔  하 에 치하 , 상   주 에 해 주 어 에 해 하락하  에 고  막  착

  하는  ; 

상    통해 챔    상  에 고  막  착   냉각시키는  냉

각

 포함하는 iCVD 시 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  iCVD 시  

상   냉각 에 해 냉각  상  에 고  막  착   상   주  통해 다시 상

챔  내  주 시 ,  착  복하여 상   고  께  결 하는 것  특징  하는 iCVD

시 .

청 항 3 

1항에 어 ,

상  챔  상 는

착 지  해 열 벽 (hot wall)  ,

상   주 는

상  챔  상 에  통  통해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 상   주

하는 iCVD 시 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  체 주 는

상  챔  앙  상  단량체  상  개시  체  주 하 , 상  체 주  후, 상  챔  상

 상  챔  하  통  차단하는 것  특징  하는 iCVD 시 . 

청 항 5 

1항에 어 ,

상   는

상  챔  하 에  통  픈하여 상  에 고  막  착   한 후, 상  챔  하

 통  차단하여 상  단량체  상  개시   차단하는 iCVD 시 .
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청 항 6 

5항에 어 ,

상  에 고  막  착  는

상   주  통해 상  챔  내  주  상  가 에 해 하락하  상  단량체  상

개시 에 해  상에 고  착  것  특징  하는 iCVD 시 .

청 항 7 

1항에 어 ,

상   냉각 는

상  에 고  막  착     도 에 도달 도  냉각시키는 것  특징  하는

iCVD 시 .

청 항 8 

7항에 어 ,

상   주 는

상   냉각 에 해 냉각  상  에 고  막  착   상  챔  상 에  통  통

해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 주 한 후, 상  챔  상  통  차단하는 iCVD

시 .

청 항 9 

(particle)    한  개시  한 학 상 착(initiated  Chemical  Vapor  Deposition;

iCVD) 에 어 ,

챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)  주 하는 1 단계;

챔  앙에 치하 , 상  챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주 하는 2 단계;

챔  하 에 치하 , 상  1 단계에 해 주 어 에 해 하락하  에 고  막  착

 하는 3 단계; 

상  3 단계  통해 챔    상  에 고  막  착   냉각시키는 4 단계

 포함하는 iCVD .

청 항 10 

9항에 어 ,

상  4 단계에 해 냉각  상  에 고  막  착   상  1 단계  통해 다시 상  챔

 내  주 시 , 상    착  복하는 5 단계

  포함하는 iCVD . 

청 항 11 

10항에 어 ,

상  5 단계는

복 에 라 상   고  께  결 하는 것  특징  하는 iCVD .

청 항 12 

9항에 어 ,

공개특허 10-2020-0070591

- 4 -



상  챔  상 는

착 지  해 열 벽 (hot wall)  ,

상  1 단계는

상  챔  상 에  통  통해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 상   주

하는 iCVD .

청 항 13 

9항에 어 ,

상  2 단계는

상  챔  앙  상  단량체  상  개시  체  주 하 , 상  체 주  후, 상  챔  상

 상  챔  하  통  차단하는 것  특징  하는 iCVD .

청 항 14 

9항에 어 ,

상  3 단계는

상  챔  하 에  통  픈하여 상  에 고  막  착   한 후, 상  챔  하

 통  차단하여 상  단량체  상  개시   차단하는 iCVD .

청 항 15 

9항에 어 ,

상  4 단계는

상  에 고  막  착     도 에 도달 도  냉각시키는 것  특징  하는

iCVD .

 

   야

본     한 개시  한 학 상 착 시   그 에 한 것 , 보다 상[0001]

하게는 챔  내 에  에 고  막  착   챔  에  냉각시  다시 챔  주 하는 과

 복하여  고  께  결 하는 학 상 착 시   그 에 한 것 다.

 경  

에 사 는  막 착  학 상 착(Chemical Vapor Deposition; CVD) , 플라 마[0002]

진  학 착(Plasma  Enhanced  Chemical  Vapor  Deposition;  PECVD)   또는  원 층  착(Atom  Layer

deposition; ALD)  등  다.

그 에 , 원 층 착 (ALD)  게 트 막, 커 시  막 등에   막  하는 에 주  [0003]

어 다.  그러나, 근에는 동층 원 층 착  하여 3차원  갖는 다양한 나  체들에 

해 도 나   행할  는 안들  시 고 다.

래  한 공개특허 10-2015-0008667 , “나    한 동층 원 층 착 치”는 원 층[0004]

착 (ALD)  하여  상에 나  층  균 하게 착한다.  다만, 래  챔  내 에 

(particle)가 날아다니  에,  도만 할  없고, 주변 경과 비슷한 도가 챔  내 에 

어야 한다는 한계가 재한다.   하여, 래   에 챔  내벽에 필 한 착  생 다.

근에는 학 상 착   하나  개시  하는 학 상 착 (initiated chemical vapor[0005]

deposition;  iCVD)  각 고  다.  iCVD  공  미  액상  공 에   알  는   라 칼(free
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radical)  한 연쇄 합  한다. iCVD 공  개시  단량체  시  상에  고  

 루어지게 함  고  막   에 착하는 공 다. 개시  단량체는 단  합  했

 에는 합  어나지 않 나, 상  내에 치한 고  필라 트에 해 개시 가 해 어

라 칼  생  에 해 단량체가 어 연쇄 합  루어진다.

 하여, 원 층 착 (ALD)  한계   극복하  해, 개시  한 학 상 착 [0006]

(iCVD)  하는  다. 

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 한 공개특허 10-2015-0008667 (2015.01.23. 공개), “나    한 동층[0007]

원 층 착 치” 

 내

해결하 는 과

본    냉각시키는 과  거쳐  도  균 하게 지하고  한다.[0008]

또한, 본   챔  내 에  진행 는   착 과 과 챔  에  진행 는  냉각[0009]

과  복  행함 ,   착 고  께  결 하고  한다. 

과  해결 단

본   실시 에   (particle)    한  개시  한  학  상  착(initiated[0010]

Chemical Vapor Deposition; iCVD) 시 에 어 , 챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)

주 하는  주 , 챔  앙에 치하 , 상  챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주

하는 체 주 , 챔  하 에 치하 , 상   주 에 해 주 어 에 해 하락하  

에 고  막  착   하는    상    통해 챔    상

에 고  막  착   냉각시키는  냉각  포함한다.

상  iCVD 시  상   냉각 에 해 냉각  상  에 고  막  착   상   주[0011]

 통해 다시 상  챔  내  주 시 ,  착  복하여 상   고  께  결 할  

다.

상  챔  상 는 착 지  해 열 벽 (hot wall)  , 상   주 는 상  챔  상 에 [0012]

 통  통해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 상   주 할  다.

상  체 주 는 상  챔  앙  상  단량체  상  개시  체  주 하 , 상  체 주[0013]

후, 상  챔  상   상  챔  하  통  차단할  다.

상   는 상  챔  하 에  통  픈하여 상  에 고  막  착   [0014]

한 후, 상  챔  하  통  차단하여 상  단량체  상  개시   차단할  다.

상  에 고  막  착  는 상   주  통해 상  챔  내  주  상  가 [0015]

에 해 하락하  상  단량체  상  개시 에 해  상에 고  착  것   다.

상   냉각 는 상  에 고  막  착     도 에 도달 도  냉각시킬 [0016]

다.

상   주 는 상   냉각 에 해 냉각  상  에 고  막  착   상  챔  상[0017]

에  통  통해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 주 한 후, 상  챔  상  통

 차단할  다.

본   실시 에   (particle)    한  개시  한  학  상  착(initiated[0018]

Chemical Vapor Deposition; iCVD) 에 어 , 챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)  주
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하는 1 단계, 챔  앙에 치하 , 상  챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주 하

는 2 단계, 챔  하 에 치하 , 상  1 단계에 해 주 어 에 해 하락하  에 고  

막  착   하는 3 단계  상  3 단계  통해 챔    상  에 고  

막  착   냉각시키는 4 단계  포함한다.

또한, 본  실시 에  (particle)   한 개시  한 학 상 착(initiated[0019]

Chemical Vapor Deposition; iCVD)  상  4 단계에 해 냉각  상  에 고  막  착  

 상  1 단계  통해 다시 상  챔  내  주 시 , 상    착  복하는 5 단계

 포함할  다.

상  5 단계는 복 에 라 상   고  께  결 할  다.[0020]

상  챔  상 는 착 지  해 열 벽 (hot wall)  , 상  1 단계는 상  챔  상 에 [0021]

 통  통해 상  챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 상   주 할  다.

상  2 단계는 상  챔  앙  상  단량체  상  개시  체  주 하 , 상  체 주  후,[0022]

상  챔  상   상  챔  하  통  차단할  다.

상  3 단계는 상  챔  하 에  통  픈하여 상  에 고  막  착   한[0023]

후, 상  챔  하  통  차단하여 상  단량체  상  개시   차단할  다.

상  4 단계는 상  에 고  막  착     도 에 도달 도  냉각시킬  [0024]

다. 

 과

본  실시 에 ,  냉각시키는 과  거쳐  도  균 하게 지하여  에 균[0025]

하게 고  착할  다. 

또한, 본  실시 에 , 챔  내 에  진행 는   착 과 과 챔  에  진행 는[0026]

 냉각 과  복  행함 ,   착 고  께  결 할  다. 

도  간단한 

도 1  개시  한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition; iCVD)  하  한 도[0027]

다.

도 2는 본  실시 에     한 iCVD 시  개 도  도시한 것 다.

도 3  본  실시 에     한 iCVD  도  도시한 것 다. 

 실시하  한 체  내

하, 본 에  실시 들  첨  도  참 하여 상 하게 한다.  그러나 본  실시 들에[0028]

해 한 거나 한 는 것  아니다.  또한, 각 도 에 시  동 한 참  는 동 한 재  나타낸다.

또한, 본 에  사 는 어(terminology)들  본  람직한 실시   하  해 사[0029]

 어들 , 는 시청 , 운  도 또는 본  하는 야   등에 라 달라질  다.

라 , 본 어들에 한 는 본  에 걸친 내   내 야 할 것 다. 

본     한 개시  한 학 상 착 시   그  학 상 착 [0031]

(Chemical Vapor Deposition; CVD)  변   하여  에 고  착할  도  고안한 다.

막 착 공  크게 리  착(physical vapor deposition, PVD) 공 과 학 상 착(chemical vapor[0032]

deposition; CVD) 공  다.

PVD 공  학  하지 않는 착  주   막 착에 사 , 에는 진공 착 [0033]

(vacuum evaporation)과 링 (sputtering) 등  다.   CVD 공  학  하는 착

  도하  해 극한(harsh) 건 하에  행 어야 하므   착에 어 다.
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CVD 공 들    내에  매우 복 한 과  통해 진행 고,  내 체 , 질 달 등  복[0034]

합  하여 착 는 막  특  결 한다.  라  공 는 질  학   특   

도 막 에 한 변  할  다.  본  러한 복 한 공  하지 않고, 한

단량체    건  결 함   고  막 착  가능하게 하 다.

본   상 착 공  , 매, 특   매  사 하지 않고 상 건에  단량체  개시[0035]

 하는 고  막  착시킬  므  하 에  포함하 라도 매  한  상 우

할  다.

도 1  개시  한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition; iCVD)  하  한 도[0037]

다.

I는 개시 (initiator), M  단량체(monomer), R   라 칼(free radical)  미하 , P는  라 칼에[0038]

해 단량체  합  어났  미한다.  개시  열 해에 해  라 칼    라 칼

단량체  시  후 주변 단량체들  합  도하게 고,   계 어  고  막  

하게 다.

개시   라 칼  하는 에 사 는 도는 상  필라 트  가해진 열만  하다.[0039]

라 , 본  실시 들에  사 는 공 들  낮  도  행   다.  아울러 상 

  압  50 내지 2000 mTorr  , 엄격한 고진공 건  필 하지 않 므 , 고진공 프가

아닌 단  리 프만 도 공  행할  다. 

공  통해 득 는 고  막   개시  한 학 상 착 (iCVD)  공  변  어함[0040]

 게 할  다.  , 공  압 , 시간, 도, 개시   단량체  량, 필라 트 도   

도 등  하는 에 라 당업 가 함  고  막  량, 하는 막  께, , 착

도 등과 같    가능하다.

본  ‘개시 ’는 에  열  공 에 해 해 어  라 칼(free radical)  하는 질[0041]

 단량체  시킬  는 질  특별  한 지 않는다.  람직하게, 개시 는 과산   

,  개시 는 TBPO(tert-butyl peroxide, 트- 틸 사 드)   다.  TBPO는 약 110℃  끓는

 갖는  질  150℃ 후에  열 해  하는 질 다.  한편 개시  가량  통상  합 

에 필 한 양  당업계에 공지 어 는 양  첨가할  ,  들어 0.5 내지 5mol%  첨가   

나, 상  에 한 지 않고 상  보다 많거나   다. 

본  ‘단량체’는 학 상 착 에   가지 , 개시 에 해   는 질 다.[0042]

감압  승  상태에    , 본  단량체는 리시  타크릴 트(glycidylmethacrylate,

GMA)   다.

 , 본   내 고  필라 트  150℃ 내지 250℃  지하  상  도할  는 ,[0043]

상  필라 트  도는 TBPO 열 해에 어 는   도 나, 다  단량체  포함한  

열 해 지 않는 도 , 다양한  단량체들  학  상 없  고  막    ,

본  실시 에  고  막  폴리 리시 타크릴 트(poly glycidylmethacrylate, PGMA)  

다. 

도 2는 본  실시 에     한 iCVD 시  개 도  도시한 것 다.[0045]

도 2  참 하 , 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착(initiated[0046]

Chemical Vapor Deposition; iCVD) 시  챔  내 에  에 고  막  착   챔  에

냉각시  다시 챔  주 하는 과  복하여  고  께  결 한다.

 해, 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  [0047]

 주 (210), 체 주 (220),  (230)   냉각 (240)  포함한다.

 주 (210)는 챔  상 에 치하 , 챔 (201)  내  (particle)  주 한다. [0048]
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챔 (201)  상 는  착 지  해 열처리  열 벽 (hot wall)  어 , 측 에는 [0049]

(10)  주  또는 차단  한 통 가  태   다.   들 , 챔 (201)  천   천 과 연결

 타측   어도 어느 하나 상  열 벽   것   다. 

 주 (210)는 챔  상 에  통  통해 챔 (201)  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 [0050]

(10)  주 할  다.   ,  주 (210)는 복  (10)  상없  동  챔 (201)  내

 주 하  해 캐리어 가  함께 사 할  , 상  캐리어 가  는 한 하지 않는다. 

(10)는 피   , 에  루어질  는   다.  (10)  는 특 지 않[0051]

  들어, 카본, (Pt), (Au), 니 (Ni), 실리카  등    다.  (10)  크 는 나

 내지 마 크  크   다.

도 2에 도시   같 , (10)는 챔  상  주 어 챔 (201) 내에  에 해 하락하 , 하락하는[0052]

동시에 챔  앙에  주 는 체들과   통해 에 막    다. 

체 주 (220)는 챔  앙에 치하 , 챔 (201)  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주[0053]

한다. 

체 주 (220)는 챔 (201)  앙  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  체  주 할  [0054]

, 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  챔 (201)

내  체 주  후에, (10)가 주 는 챔  상  (10)가 는 챔  하  통  차단

할  다.  

본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  체 주[0055]

(220)  통한 챔 (201) 내  체 주  후에, 챔  상   챔  하  통  차단함 , 한

양  챔 (201) 내 에 주  (10)  체  폐시킬  다. 

체 주 (220)는 챔 (201) 내에 단량체(monomer)  주 한다.  단량체란,  상에 막  하여[0056]

사   는 단 체  미한다.  단량체는 개시 가 열 해 어   라 칼과 하여 폴리  ,

막  한다.   단량체  ,  PMA(propargyl  methacrylate),  GMA(glycidyl  methacrylate),

PFM(pentafluorophenylmethacrylate),  FMA(furfuryl  methacrylate),  HEMA(hydroxyethyl  methacrylate),

VP(vinyl  pyrrolidone),  DMAMS(dimethylaminomethyl  styrene),  CHMA(cyclohexyl  methacrylate),

PFA(perfluorodecyl  acrylate),  V3D3(trivinyltrimethyl  cyclotrisiloxane),  AS(4-aminostyrene),  NIPAAm(N-

isopropylacrylaminde),  MA-alt-St(maleic  anhydride-alt-styrene),  MAA-co-EA(methacrylic  acid-co-ethyl

acrylate), EGDMA(ethyleneglycoldimethacrylate), DVB(divinylbenzene), DEGDVE(di(ethyleneglycol)di(vinyl

ether)) 등  나, 에 한 지 않는다.

체 주 (220)는 챔 (201) 내에 개시 (initiator)  주 한다.  개시 란, 본  공 에  단량체들[0057]

 고  할  도  첫   도하는 질 다.  개시 는 단량체가 열 해 는 도보

다 낮  도에  열 해 어  라 칼  할  는 질   다.  개시 는 챔 (201) 내에 주

고, 가열 에 해 열 해 어  라 칼  한다.  개시  , 개시 는 과산   , 

트- 틸 사 드(tert-butylperoxide; TBPO) 또는 (Benzophenone) 등   나, 상  에 해

본  에  사   는 개시  가 한 는 것  아니다. 

 , 체 주 (220)는 단량체(Monomer)  개시 (initiator)  차  도포할  고, 동시에 도포[0058]

할 도 다. 

여 , 트- 틸 사 드는 약 110℃  끓는  갖는  질  150℃ 후에  열 해  하는 [0059]

질 다. 한편 개시  가량  통상  합 에 필 한 양  당업계에 공지 어 는 양  첨가할  

,  들어 0.5 내지 5mol%  첨가   나, 상  에 한 지 않고 상  보다 많거나 

 다.

본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  도 2  챔[0060]

(201) 내 에 가열 (미도시)   포함할  다.  상  가열 는 챔 (201) 내  주 는 개시  열 해

하여  라 칼  하  해 챔 (201)  내에 열  공하는 치 ,   들어,  열 필라 트  

다.  가열 에 해 공 는 열  도 는 150℃ 내지 250℃   다.

공  통해 득 는 고  막   개시  한 학 상 착 (initiative  chemical  vapor[0061]
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deposition, iCVD)  공  변  어함  게 할  다.  , 공  압 , 시간, 도, 개시  

단량체  량, 필라 트 도 등  하는 에 라 당업 가 함  고  막  량, 하

는 막  께, , 착 도 등과 같    가능하다. 

상  가열 가 챔 (201) 내 도  150℃ 내지 250℃  지하  상  도할  는 , 가열 가 [0062]

공하는 도는 트- 틸 사 드  열 해에 어 는   도 나, 다  단량체  포함한 

 열 해 지 않는 도 , 다양한  단량체들  학  상 없  고  막   

다.

 , 상  가열 는 챔 (201)  천   천 과 연결  타측   어도 어느 하나 상에 치할  [0063]

나, 가열  치  개 는 한 하지 않는다. 

도 2  참 하 ,  주 (210)  통해 챔 (201)  내  주  (10)는 에 해 하락하 , 챔[0064]

상 에  하락하는 (10)는 챔  앙에  주 는 단량체(Monomer)  개시 (initiator)에 해  상

에 고  착   다.  상  에 고  막  착  는 에 해 챔  하  하락하게

,  (230)는 챔 (201) 내 에  에 해 하락하는 상  에 고  막  착  

한다. 

 (230)는 챔  하 에 치한다.  챔  하  측 에는 상  에 고  막  착  [0065]

하고,  챔 (201)  내 에  치하는 단량체  개시   차단하  한 통 가  태  

다. 

 (230)는 챔  하 에  통  픈하여 상  에 고  막  착   한 후,[0066]

상  챔  하 에  통  차단하여 챔 (201) 내 에 치하는 단량체  개시   차단할  

다. 

 냉각 (240)는  (230)  통해 챔 (201)    상  에 고  막  착  [0067]

 냉각시킨다. 

본   냉각 (240)  포함하는 것  특징  한다.   들어, 에 고  막  착  에[0068]

한 냉각 없 ,  복  하게 ,  사 클 복에 라  벽 등에 해  

도가 아지게 다.  개시  한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition; iCVD) 공

단량체  착과 합   루어지  에   도가  에 착 는  께에

향  미칠  다.  에 라 , 본  실시 에     한 개시  한 학 

상 착 시 (200)   에 착 는  께  신뢰  향상시키  해, 각 사 클마다 에 고

 막  착   냉각시키는 것  필  한다. 

 냉각 (240)는  (230)에 해 챔 (201)    상  에 고  막  착  [0069]

   도 에 도달 도  냉각시킬  다.   냉각 (240)는 챔 (201)   또는 

역에 치 어 상  에 고  막  착   도  낮   다.  한  같  냉각 과

 하여, (10) , 에 고  막  착  는 한 도  지할  게 다.   ,

상    도 는 본  는 실시 에 라 변동 가능하므 , 한 하지 않는다. 

 냉각 (240)에 해 상  에 고  막  착  가   도 에 도달한 경우에, 본[0070]

 실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  냉각  상  

에 고  막  착    주 (210)  통해 다시 챔 (201)  내  주 시킬  다.   ,

 주 (201)는  냉각 (240)에 해 냉각  상  에 고  막  착   챔  상 에 

 통  통해 챔 (201)  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 주 한 후, 챔  상  통  차단할

 다. 

, 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시 (200)  챔 (201)[0071]

내 에  진행 는   착 과 과 챔  에  진행 는  냉각 과  복  행함

,  착  복하여 (10)  고  께  결 할  다. 

(10)  고  께는 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착 시[0072]

(200)  복 행하는 사 클(cycle)  또는 챔 (201)  에 라 결   다. 

 , 챔 (201)  가   주 (210)  통해 주 는 (10)가 하락하는 동안  체공시[0073]
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간  어지 , 챔  내 에  주 는 단량체  개시 에 한 착 과  시간  어지게 다.   

하여, 챔 (201)  가  경우가 챔 (201)  가 낮  경우에 비해 (10) 에 꺼운 고

착  가능할  다. 

다  , 챔 (201)  내  (10)  주 하고, 에 고  막  착   하여 냉각한[0074]

후, 재 주 하는 사 클(cycle)  복   복한 경우가 사 클(cycle)  한  복한 경우에 비해 (10)

에 꺼운 고  착  가능할  다. 

도 3  본  실시 에     한 iCVD  도  도시한 것 다. [0076]

도 3   도 2에 도시  본  실시 에     한 iCVD 시 에 해 행 다.[0077]

도 3  참 하 , 단계 310에 , 챔  상 에 치하 , 챔  내  (particle)  주 한다. [0078]

상  챔  상 는  착 지  해 열처리  열 벽 (hot wall)  어 , 측 에는 [0079]

 주  또는 차단  한 통 가  태   다.   들 , 챔  천   천 과 연결  타측

 어도 어느 하나 상  열 벽   것   다. 

단계 310  챔  상 에  통  통해 챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께  주 할 [0080]

다.   , 단계 310  복   상없  동  챔  내  주 하  해 캐리어 가  함

께 사 할  , 상  캐리어 가  는 한 하지 않는다.

는 피   , 에  루어질  는   다.   는 특 지 않  [0081]

 들어, 카본, (Pt), (Au), 니 (Ni), 실리카  등    다.   크 는 나  내지 마

크  크   다.

도 2에 도시   같 , 는 챔  상  주 어 챔  내에  에 해 하락하 , 하락하는 동시에[0082]

챔  앙에  주 는 체들과   통해 에 막    다. 

단계 320에 , 챔  앙에 치하 , 챔  내  단량체(Monomer)  개시 (initiator)  주 한다. [0083]

단계 320  챔  앙  단량체  개시  체  주 하 , 챔  내  체 주  후에, 가[0084]

주 는 챔  상  가 는 챔  하  통  차단할  다. 

단계 320  단계 310  통한 챔  내  체 주  후에, 챔  상   챔  하  통  차단함[0085]

, 한 양  챔  내 에 주    체  폐시킬  다. 

단계 320  챔  내에 단량체(monomer)  주 한다.  단량체란,  상에 막  하여 사   는[0086]

단 체  미한다.  단량체는 개시 가 열 해 어   라 칼과 하여 폴리  , 막  한

다.   단량체  ,  PMA(propargyl  methacrylate),  GMA(glycidyl  methacrylate),

PFM(pentafluorophenylmethacrylate),  FMA(furfuryl  methacrylate),  HEMA(hydroxyethyl  methacrylate),

VP(vinyl  pyrrolidone),  DMAMS(dimethylaminomethyl  styrene),  CHMA(cyclohexyl  methacrylate),

PFA(perfluorodecyl  acrylate),  V3D3(trivinyltrimethyl  cyclotrisiloxane),  AS(4-aminostyrene),  NIPAAm(N-

isopropylacrylaminde),  MA-alt-St(maleic  anhydride-alt-styrene),  MAA-co-EA(methacrylic  acid-co-ethyl

acrylate), EGDMA(ethyleneglycoldimethacrylate), DVB(divinylbenzene), DEGDVE(di(ethyleneglycol)di(vinyl

ether)) 등  나, 에 한 지 않는다.

단계 320  챔  내에 개시 (initiator)  주 한다.  개시 란, 본  공 에  단량체들  고  [0087]

할  도  첫   도하는 질 다.  개시 는 단량체가 열 해 는 도보다 낮  도에

 열 해 어  라 칼  할  는 질   다.  개시 는 챔  내에 주 고, 가열 에 해

열 해 어  라 칼  한다.  개시  , 개시 는 과산   , 트- 틸 사 드

(tert-butylperoxide; TBPO) 또는 (Benzophenone) 등   나, 상  에 해 본  에

 사   는 개시  가 한 는 것  아니다. 

 , 단계 320   내 단량체(Monomer)  개시 (initiator)  차  도포할  고, 동시에 도포[0088]

할 도 다. 

여 , 트- 틸 사 드는 약 110℃  끓는  갖는  질  150℃ 후에  열 해  하는 [0089]
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질 다. 한편 개시  가량  통상  합 에 필 한 양  당업계에 공지 어 는 양  첨가할  

,  들어 0.5 내지 5mol%  첨가   나, 상  에 한 지 않고 상  보다 많거나 

 다.

단계 330에 , 챔  하 에 치하 , 단계 310에 해 주 어 에 해 하락하  에 고  막[0090]

착   한다. 

보다 상 하게, 단계 310  통해 챔  내  주  는 에 해 하락하 , 챔  상 에  하락하는[0091]

는 챔  앙에  주 는 단량체(Monomer)  개시 (initiator)에 해  상에 고  착   

다.  상  에 고  막  착  는 에 해 챔  하  하락하게 , 단계 330  챔  내

에  에 해 하락하는 상  에 고  막  착   한다.

상  챔  하  측 에는 상  에 고  막  착   하고, 챔  내 에 치하는 단량[0092]

체  개시   차단하  한 통 가  태   다.  단계 330  챔  하 에  통

픈하여 상  에 고  막  착   한 후, 상  챔  하 에  통  차단하여 챔

내 에 치하는 단량체  개시   차단할  다.

단계 340에 , 단계 330  통해 챔    상  에 고  막  착   냉각시킨다.[0093]

단계 340  단계 330에 해 챔    상  에 고  막  착     도[0094]

에 도달 도  냉각시킬  다.  단계 340  챔   또는  역에 치 어 상  에 고

막  착   도  낮   다.  한  같  냉각 과  하여,  , 에 고

막  착  는 한 도  지할  게 다.   , 상    도 는 본  

는 실시 에 라 변동 가능하므 , 한 하지 않는다.

단계 340에 해 냉각  상  에 고  막  착   께가   에 도달하지 못하는[0095]

경우, 단계 350에 , 냉각  상  에 고  막  착   단계 310  통해 다시 챔  내  주

시 ,   착  복할  다.   , 단계 310  단계 340에 해 냉각  상  에 고

막  착   챔  상 에  통  통해 챔  내  캐리어 가 (carrier gas)  함께 주 한

후, 챔  상  통  차단할  다. 

, 본  실시 에     한 개시  한 학 상 착  챔  내 에  진[0096]

행 는   착 과 과 챔  에  진행 는  냉각 과  복  행함 , 

착  복하여  고  께  결 할  다. 

 고  께는 단계 350  복 행하는 사 클(cycle)  또는 챔  에 라 결   다. [0097]

상과 같  실시 들  비  한  실시  도 에 해 었 나, 해당 야에  통상  지식  가[0099]

진 라  상  재  다양한   변  가능하다.   들어,  들   과 다

  행 거나, /또는  시 , , 치,  등  들   과 다  태

 결합 또는 합 거나, 다   또는 균등 에 하여 치 거나 치 라도 한 결과가 달

 다.

그러므 , 다  들, 다  실시 들  특허청  균등한 것들도 후 하는 특허청  에 한[0101]

다.
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